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１．概要（Summary） 
 シリカと炭素のナノ複合体（超微細混合物）は、気相にＳ

ｉＣ源を発生し、特定の遷移金属が存在すると約１４００℃

の低温でもＳｉＣを生成することが見出されている。かかる

現象を安価なＳｉＣ合成方法に結びつけるため、生成する

ＳｉＣと遷移金属の形態を微視的レベルで把握する必要が

ある。 
 
２．実験（Experimental） 
（１）走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ） 
 シリカと炭素のナノ複合体と得られるＳｉＣの三次元的形

態を関連付けるためにＳＥＭ像を利用する。 
（２）エネルギー分散型Ｘ線分光法（ＥＤＸ） 
 シリカと炭素のナノ複合体の温度や時間等の焼成条件、

遷移金属の種類等と、得られるＳｉＣ堆積生成物の形態、

遷移金属の存在状態等を関連付ける。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 生成したＳｉＣ堆積生成物のＳＥＭ像（Fig.1）とＥＤＸ

（Fig.2）による元素分析の結果の例を示す。 
 結果より、Ｆｅの存在箇所にＳｉＣが生成し、Ｆｅの分布は

実質的に均一であることが分かる。 
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Fig.1 Exemplarily shows SiC layer resulting 
from nano-composite and elemental analysis. 

Fig.2 Exemplarily shows Fe distribution in the 
SiC layer resulting from EDX analysis. 


